BD 115

SILIZIUM - NPN - PLANAR - LEISTUNGSTRANSISTOR

fiir NF-Endstufen in A-Betrieb, fiir Video-Endstufen
in §chwarz/WeiBFernsehempffingern sowie fiir Treiber-
stufen fiir die Horizontal-Ablenkung bei hoher
Speisespannung

Mechanische Daten:

Geh#use: Metall, JEDEC T0-39,
5 C 3 nach DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem
Metallgeh¥use verbunden.

MaBangaben in mm.

¢ 048
max
—
12,7min
VX 720033
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung Ucg o = max. 245 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucg ¢ = max. 180 V
Kollektorstrom I = max. 150 mA
Gesamtverlustleistung bei $; = 100°C Piot = max. 6 W
Sperrschichttemperatur 85 = max. 200 °C
Gleichstromverstfrkung )
bei UCE = 100 V, IC = 50 mA ' B = 60
Transit-Frequenz
bei Ugg = 100 V, I = 30 mA fo = 145 MHz
Ausgangsleistung als A-Verstlrker
bei Uy, = 100 V ' P, = 2,6 W
VALVO TRANSISTOREN 12.70
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BD 115

Absolute Grenzwerte:

(gtiltig bis 85 ,,.)

Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Rpp <1 ko

bei IB = 0:

Emitter-Sperrspannung bei Ip = 0:

Kollektorstrom:

Gesamtverlustleistung:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wérmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Geh¥useboden:

Ucg o = max. 245 V
UCE R = max. 245 V
UCE o = max. 180 V
Ugg ¢ = max. 5 V
Ic = max. 150 mA
Pi,¢ = max. 6 W
83 = max. 200 ©C
g = min. -55 ©C
g = max. 200 °C
Ry y S 200 grd/w
Rypg 5 12,5 gra/W
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BD 115

Kennwerte: (bei 85 = 25°C, sofern nicht anders angegeben)

Kollektor-Reststrom

bei Ugg = 200 V, Ip = 0, 85 = 200°C: Icp o - 550 pA
Emitter-Reststrom

bei Ugg = 5 V, Ig = 0: Igp o S 100 wA
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei Ig = 100 mA, Iy = 10 mA: Uog sag = 6,5 (£9) v
HF - Kollektor-Emitter-Restspannung 1)

bei I = 60 mA, 35 = 150°C: UGE sat HF = 20 v
Basisspannung 2)

bei Ugg = 100 V, Ig = 50 mA: Uge s 1 v
Gleichstromverstirkung

bei Ugg = 100 V, Iy = 50 mA: B = 60 (2 22)

CE C

Verhdltnis der Gleichstromverstfrkung

bei Ugg = 15 V, I = 100 mA Bis/100 e

und Ugg = 165 V, I = 10 mA: B165,/10 ’

Transit-Frequenz
bei Ugg = 100 V, I = 30 mA: fq = 145 MHz

Rickwirkungskapazitdt
bei Ucg = 20 V, Ip = 10 mA, f = 1 MHz: ~Cy e = 3,5 pF

Riickwirkungs-Zeitkonstante
bei Ugg = 10 V, -Ip = 10 mA, £ = 10 MHz: rppy Cpue = 30 (S 100) ps

1) Die Hochfrequenz-Kollektor-Emitter-Restspannung UCE sat gF 1ist diejenige
Kollektor-Emitter-Restspannung, bei der in einer praktischen Schaltung
die Kleinsignalverstirkung auf 80 % des Wertes bei Usg = 50 V abgesunken
ist. Eine weitere Erniedrigung von Upp ergibt ein starkes Ansteigen der
Verzerrungen.

2) AUgp/08; ~ -2 mV/grd

VALVO TRANSISTOREN . 9.67



BD 115

Betriebsdaten algs NF-A-Verstlrker mit TAA 320

alg Treiberstufe:

BD 115 mit Befestigungssatz 56 218 nicht isoliert auf Kihlblech 30 cm2,

1,5 mm Aluminium geschwiirzt,

9y < 50°C:

I50uF
WIkQ P a7k

— 1 —0
18092 +100v
’5-8“"_1__§|
TAA 320 2000F L
ﬂl
G I sC !
BD 115
DE
1M 39092 330 5692
'Foour
O O
Speisespannung Upay = 100V 10
Kollektorstrom I = 50 mA
Treiberstrom I, = 9,5 mA Kges
Lastwiderstand Ry, = 1,8 k@ (%) I
Ausgangstransformator-
Primirinduktivit¥t Lpr = 2,7H
Ausgangstransformator- ]
Gleichstromwiderstand R = 140 Q ]
pr
Ausgangsleistung\ 5
(Prim¥rseite) 7/
bei kyeo = 10 %] @ Py = 2,6 W y
Eingangsspannung ©
flr Po =50 mW | .~ Uy o= 13,5 oV /
N &
fir Py = 2 W BE Ui ppe 86 oV
Klirrfaktor - B L
bei Py = 2 W " E Kros = 3,6 % =
St8rabstand w g 0
bei Py = 2 W = w §/N = 73 dB 0 1 2P(w) 3
Frequenzbereich | © < 2
(-3 aB) ) £ = 60...>20000 Hz
12.70 VALVO TRANSISTOREN
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BD 115
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BD 115

T

T

EEEREEREER
T

TTT I T

100 5 (0200

50mA

Ie

Ig

(mA)

05

T TTTTTTT
RN EER|
UCE=1C0V
9y =225°C

80

60

40

20

-100

100 IC(mA)150

50

/’
7

1./1,=10

UCE sat

(v)

20

>

9 =25°C

UCE sat

(v)

10

D J] (°C) 200

100

o (ma) 00

50

9.67
314

VALVO TRANSISTOREN



BD 115
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BD 115
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER
KNI_)ERUNGLEANUVORBEHALS'ITEN BD 262

BD 262 A

SILIZIUM - PNP - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN

Mechanische Daten:

VE 74 0068

Gehduse: Kunststoff, SOT-32 28
(JEDEC T0-126) —roxf  [+78max—=

Der Kollektor ist mit der [}
metallischen Montagéfldche V” -L_ 375 T
leitend verbunden. @ 32 BJ
Fir isolierten Einbau sind ?/

Glimmerscheibe 56 302 und

Federscheibe 56 303 liefer-
bar,

Drehmoment-Bereich bei lJ
Befestigung (bei Verwendung
von 56 302 und 56 303):
MD = 0,5...0,6 Nm

(5...6 kp cm) 153

Maflangaben in mm.

T | | |||l 8]
U L | | .
088 J VX 720045
1.,5&—]- 03, L— max™? <—2,29
Kurzdaten: BD 262 BD 262 A -
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 \'s
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 60 80 vV
Kollektorstrom, Scheitelwert --IC M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei SG é 25°¢ Ptot = max. 36 W
o
i = = . 14 \
bei SG = 100°C Ptot max v
Sperrschichttemperatur sJ = max. 150 C
Gleichstromverstirkung > 750
i - = - - = 5
bei UCE =3V, IC =1,5 A B
Transit-Frequenz s -
i - = - = = 2
bei UCE =3V, IC -‘3 A fT ’ z
VALVO TRANSISTOREN 472
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BD 262

BD 262 A

390

Absolute Grenzwerte: (giltig bis SJ max) BD 262 BD 262 A
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: —UCB o = max. 60 80 vV
Kollektor-Emitter=~Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o = max. 60 80 vV
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = max. 5 \
Kollektorstrom, Mittelwert: —IC Ay = max. A
Kollektorstrom, Scheitelwert: -Ic M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei SG = 25%: tot = max. 36 W
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: &S = min. -55 °c
9 = max. 150 °c
S
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montagefliche: Rth G g 3,5 grd/w
. VZ 731359 10 VZ 731360
40 “le
Prot max (A \\
w) A
AV \
30 \\ 1 N
N \“
20 \
: AN
i N 0)
I Erlaubter Arbeits-
[ bereich fiir Gleich-
10 \\ F strom, o6 % 25°C
i NgT‘
r &g |
\ s
0 0,01
0 50 100 ¥ (*C) 150 1 10 -Ugg (V) 100
4.72 VALVO TRANSISTOREN



BD 262
BD 262 A

Kennwerte: bei SJ = 2500, sofern nicht anders angegeben
BD 262 BD 262 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei ~I; = 100 ma, L= 0: “U(pR) cE o 2 60 80 v
Kollektor-Reststrom <

bei -UCB =60V, IE = 0: . -ICB 0 : 200 pA

bei -UCB = 60 V, IE =0, SG = 100 °C: -ICB 0 z 2 mA

bei -UCB =80V, IE = 0: . -ICB 0 : 200 pA

bei -UCB =80V, IE =0, %G = 100 C: -ICB 0 = 2 mA
Kollektor-Emitter-Reststrom <

bei -UCE =30V, IB = 0: -ICE 0 ? 500 pA

bei _UCE =40V, IB = 0: —ICE 0 = 500 pA
Emitter-Reststrom <

bei -UEB =5V, Ic = 0: —IEB 0 = 5 mA
Kol1gktor-Emitter-Restspannung <

bei -IC = 1,5 4, —IB = 30 mA: -UCE sat = 2,5 v
Basigspannung <

bei -UCE =3V, -IC =1,5 A: —UBE = 2,5 v
Gleichstromverstirkung

bei -UCE =3V, -IC = 0,5 A: B : 1000

bei -UCE =3V, -IC =1,5 A: E 750

bei -UCE =3V, -IC = 4,0 A: B = 500
Transit-Frequenz

bei -UCE =3V, —IC =3 A: fT = 2,5 MHz

VALVO TRANSISTOREN 4.72
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER
ANDERUNGEN VORBEHALTEN BD

SILIZIUM - NPN - EPIBASIS -

DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, S0T-32
(JEDEC To0-126)

Der Kollektor ist mit der
metallischen Montagefldche
leitend verbunden.

Fiir isolierten Einbau sind
Glimmerscheibe 56 302 wund
Pederscheibe 56 303 liefer-
bar.

BD

263
263 A

e

(i%igs

— 28 f— le—78 max —»

i s ]r
JESRE
30 1

VE 74 0089

max

Drehmoment-Bereich bei l I [J
Befestigung (bei Verwendung
von 56 302 und 56 303): ¥ e?
M. = 0,5...0,6 Nm
b (5...6 kp cm) gzﬁ
MaBangaben in mm.
l | | ciif 8|
t'_i f 1 088 1. T T
VX 720045
s Bofle mar™ ﬂm
Kurzdaten: BD 263 BD 263 A .
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 80 100 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 80 v
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei $; = 25°¢ P, ., = max. 36 W
. 0
bei 9G = 100 C Ptot = max. 14 :
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 c
Gleichstromverstarkung N
bei UCE =3V, IC =1,5 A B = 750
Transit-Frequenz
bei UCE =3V, IC = 3‘A fT e 2,5 MHz
4.72
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BD 263

BD 263A

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 8; max) BD 263 BD 263 A
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 80 100 V
Kollektor-Emitter=Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 60 80 V
Emitter-Sperrspannung Pel IC = 0: UEB o = max. v
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei SG § 25°¢: Ptot = max. 36 W
Sperrschichttemperatur: sJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: ss = min. -55 °c
o
SS = max. 150
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montagefldche: Rth G é 3,5 grd/w
r VZ 731359 10 VZ 731361
40 L
Prot max at AN
w) N - \‘\
30| N 1 i
X \\
20 ‘
AN
0}
- Erlaubter Arbeits-
[ bereich fir Gleich
10 N - strom, 95 25°C
<}
N N
0 . 0,01
0 50 100 g (°C) 150 1 10 Uge (V) 100
1.72 VALVO TRANSISTOREN
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BD 263
BD 263 A

Kennwerte: bei SJ = 2500, sofern nicht anders angegeben
BD 263 BD 263 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei IC = 100 mA, IB = 0: U(BR) CE 0 2 60 80 V
Kollektor-Reststrom <

bei UCB =60V, IE = 0: . ICB o : 200 uA

bei UCB =60V, IE = 0, SG = 100 C: ICB 0 2 2 mA

bei UCB = 80 V, IE = 0: ,ICB 0 z 200 pA

bei Uop = 80V, I =0, 8. = 100°C: Is o s 2 mA
Kollektor-Emitter-Reststrom <

bei UCE = 30V, IB = 0: ICE 0 z 500 pA

bei UCE =40V, 1B = 0: ICE 0 = 500 LA
Emitter-Reststrom <

bei UEB =5V, IC = 0: IEB 0 = 5 mA
Kollgktor-Emitter-Restspannung <

bei IC = 1,5 A, IB = 30 mA: UCE sat = 2,5 v
Basisspannung <

bei UCE =3V, IC =1,5 A: UBE = 2,5 v
Gleichstromverstédrkung

bei UCE =3V, IC = 0,5 A: B ; 1000

bei UCE =3V, Ic = 1,5 A: B = 750

bei UCE =3V, IC = 4,0 A: B = 500
Transit-Frequenz

bei UCE =3V, IC = 3 A: fT = 2,5 MHz

VALVO TRANSISTOREN 4.72
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DATEN FUR ENTWICKLUNGSMUSTER BD 264

BD 264 A

SILIZIUM - PNP - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN

. __J
Mechanische Daten: VE 74 0068

Gehduse: Kunststoff,

TOP-66 e—— 10— -t —
. T
Der Kollektor ist mit *
der metallischen 43
Montagefldche leitend 37 AN 2
verbunden. 36
MaBangaben in mm. 155
gl —
E{|C||B B||C| |E
295
‘ D4
Il N
Ll | 1
| VZ 7200941
25425 fe—
Kurzdaten: BD 264 BD 264 A M
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Uug o = max. 60 80 V'
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei %G é 25°¢ Ptot = max. 40 w
. 0
bei SG = 100°C Ptot = max. 16 g
Sperrschichttemperatur %J = max. 150 c
Gleichstromverstirkung N
bei -UCE =3V, -IC =2 A B = 1000
Transit-Frequenz
bei -UCE =3V, -IC =2 A f'l' = 2,5 MHz
VALVO TRANSISTOREN 5.72
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BD 264

BD 264 A

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis eJ max) BD 264 BD 264 A
Kollektor~-Sperrspannung bei IE = 0: _UCB o = max. 60 80 V
Kollektor-Emitter;Sperrspannung bei IB = 0: —UCE o = max. 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: _UEB o = max. 5 A
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC Ay = max. A
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei SG < 25°C: tot = max. 40 W
Sperrschichttemperatur: %J = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: 35 = min. -55 °c
o
$S = max. 150
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montagefliche: Rth G g 3,12 grd /W
731368 10 7731369
40 "AC
Protmax (A)
N
W) \
] ‘ \
N
20
\
0)
N - Erlaubter Arbeits-
] L bereich fiir Gleich
AV - strom, 9g S 25°C
N
1<
&3l
\ 8
1
0 001
0 50 100 9 ('C) 150 1 10 -Ueg (V) 100
472 VALVO TRANSISTOREN -
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BD 264
BD 264 A

Kennwerte: bei sG = 25°C, sofern nicht anders angegeben
BD 264 BD 264 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei -I. = 100 mA, Ip.= 0: -U(BR) CE 0 2 60 80 v
Kollektor-Reststrom <

bei -UCB =60V, IE = 0: . -ICB 0 ? 200 LA

bei -UCB =60V, IE = 0, SG = 100°C: -ICB 0 z 2 mA

bei —UCB =80V, IE = 0: . -ICB 0 : 200 pA

bei -UCB =80V, IE = 0, SG = 100 C: -ICB 0 = 2 mA
Kollektor-Emitter-Reststrom <

bei -UCE =30V, IB = 0: -ICE 0 ? 500 uA

bei -UCE =40V, IB = 0: -ICE = 500 nA
Emitter-Reststrom <

bei -UEB =5V, IC = 0: -IEB 0 = 5 mA
Koll?ktor-Emitter-Restspannung <

bei -IC =2 A, -IB = 8 mA: -UCE sat = 2,5 v
Basi§spannung ¢

bei -UCE =3V, --IC =2 A: -UBE = 2,5 v
Gleichstromverstirkung

bei -UCE =3V, -IC = 500 mA: B ; 1000

bei -UCE =3V, -IC =2 A: B = 1000

bei -UCE =3V, -IC =4 A: B = 500
Transit-Frequenz

bei -UCE =3V, -IC =2 A: fT = 2,5 MHz

VALVO TRANSISTOREN 1.72
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DATEN FUR ENTWICKLUNGSMUSTER BD 265

BD 265 A

SILIZIUM - NPN - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN o |

B
Mechanische Daten: VE 740069
Gehduse: Kunststoff, le——— 10— a4 —»
TOP-66 5 iy
Der Kollektor ist mit i 43
der metallischen 37 _’i
Montagefliche leitend 36 177
verbunden. *
MaBangaben in mm. 155
.
El|C||[B Bl {C||E
295
04
i N
1 1 1
U vz7200841
25425
Kurzdaten: BD 265 BD 265 A
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 80 100 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 80 v
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei 8 = 25°¢ P . = max. 40 W
. 0
bei sG = 100 C Ptot = max. 16 Y)I
Sperrschichttemperatur &)J = max. 150 C
Gleichstromverstirkung N
bei Upp =3V, Ip=24 B 2 1000
Transit-Frequenz
bei UCE =3V, IC = 2‘A fT = 2,5 MHz
VALVO TRANSISTOREN 5.72
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BD 265

- BD 265 A

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &J max) BD 265 BD 265 A
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 80 100 .V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. v
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. A
Gesamtverlustleistung bei 9 < 95°%: P, . = max. 40 W
Sperrschichttemperatur: &J = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: $S = min. -55 °c
s = max. 150 °c
S
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montagefliche: Rth G é 3,12 grd/w
vz 731368 10 VZ 731370
40 fe
N
(W)
\ ‘ \
N\
20
\
(A
N [ Erlaubter Arbeits-
; [ bereich fir Gleich-|
N\ I strom, 9g < 25°C
w]<
L |
1\ SI
0 00 —1 1
0 50 100 ¥ (*C) 150 1 10 Ueg (V) 100
1.72 VALVO TRANSISTOREN
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BD 265
BD 265 A

Kennwerte: bei 66 = 2500, sofern nicht anders angegeben
BD 265 BD 265 A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei IC = 100 mA, IB‘='0: U(BR) CE 0 g 60 80 v
Kollektor-Reststrom <

bei UCB =60V, IE = 0: . ICB 0 : 200 LA

bei UCB =60V, IE = 0, 8G = 100 C: ICB 0 ? 2 mA

bei UCB = 80 V, IE = 0: . ICB 0 z 200 LA

bei UCB = 80 V, IE =0, 5G = 100°C: ICB 0 = 2 mA
Kollektor-Emitter-Reststrom <

bei UCE =30V, IB = 0: ICE 0 : 500 LA

bei UCE =40V, IB = 0: ICE 0 = 500 LA
Emitter-Reststrom <

bei UEB =51V, IC = 0: IEB 0 = 5 mA
Kollgktof-Emitter-Restspannung <

bei IC = 2 A, IB = 8 mA: UCE sat = 2,5 v
Basi§spannung <

bei UCE =3V, IC =2 A: UBE = 2,5 v
Gleichstromverstirkung

bei UCE =3V, IC = 500 mA: B ; 1000

bei UCE =3V, IC =2 A: B = 1000

bei UCE =3V, IC =4 A: . B = 500
Transit-Frequenz

bei UCE =3V, IC = 2 A: fT = 2,5 MHz

VALVO TRANSISTOREN 1.72
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PN NDerUNGEN vorsenaien - BD 266 |
BD 266 A

SILIZIUM - PNP - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN

Mechanische Daten:

VE 74 0068

Gehduse: Kunststoff

TOP-66 [e—— 10— -4
]
Der Kollektor ist mit i ’
der metallischen 43
Montagefldche leitend %% 14v
verbunden. * f
MaBangaben in mm. 155
g —
E{|C| (B Bl [C ]| |E
295
04
I N
b 1 ]
' ', Y U vzm200041
25425 fe—
Kurzdaten: BD 266 BD 266 A -
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M= max. 8 A
Gesamtverlustleistung bei SG é 25° Ptot = max. 55 w
. 0
bei 8G = 100°C Ptot = max. 22 ﬁ
Sperrschichttemperatur 3J = max. 150 C
Gleichstromverstirkung 5
bei —UCE =3V, -IC =3 A B = 750
Transit-Frequenz
bei -UCE =3V, —IC =3 A fT = 2,5 MHz
VALVO TRANSISTOREN 5.72
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BD 266

BD 266 A

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis SJ max) BD 266 BD 266 A
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: ‘UCB o = max. 60 80 v
Kollektor-Emitter-gperrspannung bei IB = 0: -UCE o = max. 60 80 v
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = max. 5 A
Kollektorstrom, Mittelwert: —IC Ay = max. A
Kollektorstrom, Scheitelwert: —IC M T max. 8 A
Gesamtverlustleistung bei 5G é 25°%¢: Ptot = max. 55 w
Sperrschichttemperatur: 8J = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: 35 = min. -55
&S = max. 150
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflidche: Rth G é 2,3 grd/w
60 7731349 10 7 731350
Ptol max
==\ - .
W) 1) e AN
(A) AN
40 1 t\“
\
\ \
\ \
\ \
20 01 ‘
- I Ertaubter Arbeits-
\ I bereich fiir Gleich-
|- strom, 9% 25°C
\ <4
<O
0 0,01 L1
0 50 100 150 95 (*C) 1 10 ~Ugg (V) 100
4.72 VALVO TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei $J = 25°C, sofern nicht anders angegeben.

BD 266 BD 266_A

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei -IC = 100 mA, IB = 0: _U(BR) CE 0 2 60 80 v
Kollektor-Reststrom <

bei -Uyp = 60 V, I = 0: “Iep o ? 200 LA

bei -Upp = 60 V, I, =0, 5. = 100°c: “Iep o z 2 mA

bei _UCB =80V, IE = 0: -ICB 0 z 200 uA

bei Uy = 80V, I =0, 8 = 100°¢C: “Ies o 2 2 mA
Kollektor-Emitter-Reststrom <

bei -UCE =30V, IB = 0: -ICE 0 2 500 LA

bei -Uop = 40 V, I = 0: “Tep o = 500 LA
Emitter-Reststrom <

bei —UEB =35V, IC = 0: -IEB 0 = 5 mA
Koll?ktor-Emitter—Restspannung <

bei -IC = 3 A4, —IB = 12 mA: —UCE sat = 2,0 \'
Basi§spannung <

bei U, =3V, -I, = 3 A: “Upp = 2,5 '
Gleichstromverstirkung

bei —UCE =3V, -IC = 500 mA: B ; 1500

bei —UCE =3V, —IC = 3 A: = 750

bei —UCE =3V, -IC =6 A: B = 750
Trannit-Frequenz

bei -UCE =3V, —IC = 3 A: , fT = 2,5 MHz

5 VALVO TRANSISTOREN 4.72
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AR RT SET™ BD 267
BD 267 A

SILIZIUM - NPN - EPIBASIS - ——O
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN ¢

o
;_

=10kQ =150Q

m

Mechanische Daten:

VE 74 0069

Gehduse: Kunststoff
TOP-66 e 10— a4, —o!

Der Kollektor ist mit T
der metallischen * 43
Montagefldche leitend 37 R
verbunden. 36 ]
Maflangaben in mm. ?
155
e Iy
gl |c]|e 8| |c||E
295
04
Imin N
1 1 t
), U vz7200041
25925 [«—
Kurzdaten: BD 267 BD 267 A -
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 80 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 80 v
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M= max. 8 A
Gesamtverlustleistung bei %G é 25°¢C Ptot = max. 55 w
bei 9, = 100°C P, =max. 22 W
Sperrschichttemperatur sJ = max. 150 °c
Gleichstromverstidrkung >
bei Upp =3V, Io =34 B £ 750
Transit-Frequenz
i = = = 2 5
bei UCE 3v, IC 3 A fT , MHz
VALVO TRANSISTOREN 572
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BD 267

BD 267 A

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 95 mM) BD 267 BD 267 A
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 80 100 vV
Kol1ektor-Emitter-§perrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 60 80 v
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 5 v
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 6 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 8 A
Gesamtverlustleistung bei «‘)G é 25°¢: Ptot = maXx. 55 w
Sperrschichttemperatur: 9J = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: 9 = min. -55 °c
9 = max. 150 °¢c
Warmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montagefliche: Rth G g 2,3 grd/w
60 VZ 731369 10 2 731351
PM"\QX ==
w) \ ke AN
(A AN
40 1 Y‘\;‘
h 1
\ \
\
\
\
20 01
I-Erlaubter Arbeits-
[ bereich fur Gleich-
 Fstrom, 9g$ 25°C
\ <}
&l
i £ 18
0 0,01 l ﬁ
0 50 100 150 v (*C) 1 10 Ug (V) 100
1.72 VALVO TRANSISTOREN



Kennwerte: bei 9. = 2500, sofern nicht anders angegeben

J
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung BD 267 BD 267 4

bei T, = 100 mA, I, = O U(sm) cE 0 2 60 80V
Koll?ktor—Reststrom ) <

bei UCB =60V, IE = 0: ICB 0 z 200 uA

bei Uop = 60V, I, =0, 8 = 100°cC: Ieg o ? 2 mA

bei UCB =80V, IE = 0: . ICB 0 z 200 pA

bei UCB =80V, IE =0, SG = 100 C: ICB 0 = 2 mA
Kol1€ktor—Emitter—Reststrom <

bei UCE =30V, IB = 0: ICE 0 z 500 pA

bei UCE =40 V, IB = 0: ICE 0 = 500 uA
Emit?er-Reststrom <

bei UEB =5V, IC =0: IEB 0 = 5 mA
Kollgktor—Emitter—Restspannung <

bei IC = 3 A4, IB = 12 mA: UCE sat = 2,0 A
Basi§spannung <

bei UCE =3V, IC =3 A: UBE = 2,5 A
Gleichstromverstédrkung

bei UCE =3V, IC = 500 mA: B ; 1500

bei UCE =3V, IC = 3 A: B = 750

bei UCE =3V, IC =6 A: = 750
Transit-Frequenz

bei UCE =3V, IC =3 A: C fT = 2,5 MHz

VALVO TRANSISTOREN 4.72



DATEN FUR ENTWICKLUNGSMUSTER BD 271
ANDERUNGEN VORBEHALTEN
BD 273

BD 275

SILIZIUM - NPN - EPIBASIS - LEISTUNGSTRANSISTOREN

r¢—— [0 ——» -, —
Mech I ’ 1)
echanische Daten:
v 3
Gehduse: Kunststoff 37 L
TOP-66 36
Der Kollektor ist * 155
mit der metallischen 1
Montagefldche lei-
tend verbunden. v
MaBangaben in mm.
y S
E|{C|]|B Bl [C]||E
295
' 04
Il N
1 I 1
VZ 7200961
25925
Kurzdaten: BD 271 BD 273 BD 275
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 55 80 100 V ’
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE 0= max. 45 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic M = max. A
Gesamtverlustleistung bei GG s 25% Ptot = max. 36 w
X [
bei QG = 100 °C Ptot = max. 14 Z
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 v
Gleichstromverstédrkung N
bei U =4V, I =0,5A B = 40
CE c N
bei UCE =4V, IC =2,0 A B = 20
Transit-Frequenz 5
bei UCE =10 V, IC = ?50 mA fT = 2 MHz
VALVO TRANSISTOREN 572
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BD 271

BD 273
BD 275

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 8 mx) BD 271 BD 273 BD 275
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 55 80 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: Ueg o = max. 45 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB ¢ = max. 1 z 7TV
Kollektorstrom, Mittelwert: Ic Ay = max. 4 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 8 A
Gesamtverlustleistung bei SG é 25°C: Ptot = max. 36 w
Sperrschichttemperatur: eJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: 85 = min. -65 °c
8 = mex. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflidche: Rth G § 3,5 grd/w
VZ 731359
T
40
Plot max
w) N
: N
30 N
? N\
20
: T\
10 -
[ } .
T A
0 . L
[ 50 100 3 (*C) 150
1.72 VALVO TRANSISTOREN



BD 271
BD 273

BD 275

0

Kennwerte: bei SG =25C BD 271 BD 273 BD 275
Kol1ektor-Emitter-Durchbruchspanndng S

bei IC = 100 mA, IB = 0: U(BR) CE 0 = \45 60 80 V
Kollektor-Reststrom <

bei UCB =40 V, IE = 0: ICB 0 = 100 uA
Emitter-Reststrom <

bei UEB =5V, IC = 0: IEB 0 = 1 mA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei I, =2 A, I = 200 mA: Usk sat = 0,6 (= 1,0) v
Glei?hstromverstﬁrkung >

bei UCE =41V, IC = 0,5 A: B : 40

bei UCE =4V, IC = 2,0 A: B = 20
Tranﬁit-Frequenz S

bei UCE =10V, IC = 250 mA: fT = 2 MHz

VALVO TRANSISTOREN 1.72
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ANDERUNGEN VORBEHALTEN

DATEN FUR ENTWICKLUNGSMUSTER

BD 272

BD 274
BD 276

SILIZIUM - PNP - EPIBASIS - LEISTUNGSTRANSISTOREN

(——— |0 ——» - £, —
Mechanische Daten: f i
i___ 43
Gehduse: Kunststoff 37 ¥
TOP-66 36 i
Der Kollektor ist *
mit der metallischen 155
Montagefldche lei-
tend verbunden.
Maflangaben in mm. 5\\L__//’
~—~L
E[|C]||B B| |{C| |E
295
04
It N
1 1 I
VZ 7200941
25925
Kurzdaten: BD 272 BD 274 BD 276
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 55 80 100 V -
Kollektor-Emitter-Sperrspannung _UCE o = max. 45 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = max. 8 A
Gesamtverlustleistung bei SG é 25°¢ Ptot = max. 36 W
. (1)
bei SG = 100°C Ptot = max. 14 g
Sperrschichttemperatur $J = max. 150 4
Gleichstromverstiarkung N
bei -U . =4V, -I, =0,5A4 B = 40
CE C N
bei —UCE =4V, -IC = 2,0 A B = 20
Transit-Frequenz 5
bei -UCE =10 V, -IC = 250 mA, fT = 2 MHz
VALVO TRANSISTOREN 5.72



BD 272

BD 274
BD 276

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis eJ max) BD 272 BD 274 BD 276
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: _UCB o = max. 55 80 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o = max. 45 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 03 -UEB 0= max.‘gz 7 7’V
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC Ay = max. A
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M = max. 8 A
Gesamtverlustleistung bei &G g 25°C: Ptot = maX. 36 w
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: 38 = min. -65 °c
9 = max. 150 °c
S
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montagefliche: Rth G é 3,5 grd/w
V2R ss
40
Pigt max
w) N
N
30 N
\\
20
AN
10 \\
N\
N
0
0 50 100 ¥ (°C) 150
1.72 VALVO TRANSISTOREN



BD 272

BD 274
BD 276

Kennverte: bei 8, = 25°C BD 272 BD 274 BD 276
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei —IC = 100 mA, Iz = 0: -U(BR) CE 0 = . 45 60 80, v
Kollektor-Reststrom ) < -

bei -UCB =40V, Ip =0: -ICB ° = 100 pA
Emitter-Reststrom <

bei -Upy =5V, I, = 0: “Ipp o = 1 mA
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei -I, = 2 A, -Ig = 200 mA: “Uok sat 0,6 (= 1,0) v
Gleichstromverstirkung >

bei -Upp = 4V, -I, = 0,5 A: B : 40

bei -UCE =4V, -IC = 2,0 A: = 20
Transit-Frequenz >

bei -UCE =10 V, -IC = 250 mA: fT = 2 MHz

VALVO TRANSISTOREN 1.72
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